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1. Нестійкості струму в GaAs з ударною іонізацією та тунельними ефектами

2. Current instabilities in GaAs with impuct ionization and tunnel effects

Реферат:
1. Об'єкт дослідження: процеси переносу заряду в напівпровідниках при поєднанні ефекту міждолинного
переносу електронів (МПЕ) з ударною іонізацією та тунелюванням;мета – збільшення ефективності генерації
і розширення частотного діапазону діодів з МПЕ за рахунок використання тунельних явищ і ударної іонізації
для створення нових активних і функціональних елементів; методи – інтегро–інтерполяційний метод
Тихонова і Самарського,ітераційні методи,метод перетворення Фур'є; новизна – Встановлені особливості
виникнення нестійкостей струму в діодах на GaAs, що містять нейтральні центри захоплення електронів.
Вперше досліджено перехідні процеси в цих діодах в умовах виникнення високочастотної генерації.
Запропоновано нові діодні структури з активною областю, що ввімкнена послідовно з тунельним або
резонансно-тунельним переходом. Визначені їх статичні та частотні характеристики. Вперше встановлено,
що генерація в діоді з резонансно-туннельним катодом може відбуватися як за рахунок ефекту МПЕ, так і за
рахунок резонансного тунелювання і визначені її ефективності.



2. The object is is carrier transport in semiconductors combining intervalley electrons transfer effect (IET), impact
ionization and tunnel effects; the purpose is an increase in oscillation efficiency, frequency band expansion of
electron transfer devices for creation of new active and functional elements; the Tihonov and Samarsky’s solution
method, iterative methods, Fourier transformation; the new approach is: The operational characteristics of GaAs
diodes with neutral trap centers and current instability arising in those diodes have been determined. For the first
time transient processes at hight frequency oscillations have been investigated. The new diode structures with
active region connected in series to tunnel or resonance tunnel have been proposed. The static and frequency
characteristics of those structures are determined. For the first time, it was found out that in resonance tunnel
cathode diodes can occur due to both ITE effect and resonance tunneling. It’s efficiency hasbeen determined
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